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背景：ダイヤモンドは優れた物性から高耐圧・高出力パワーデバイスへの応用が期待される中、

貫通転位のデバイスへの影響が評価されているが、未だ不明なことが多い[1]。本発表では明瞭な

[001]貫通欠陥の現れる成長丘に焦点を当て、デバイスの電気特性に与える影響を評価した。 

実験： p+HPHT 基板上に、厚さ約 2μm の p-エピタキシャル層をマイクロ波プラズマ CVD で成長

させ、裏面オーミック電極作製後、表面に直径 200µmφのMo ショットキー電極を特定の転位領

域と成長丘に選択的に作製した。デバイス作製後に、再び XRT 像を反射法で撮影した。 

結果：XRT 像、光顕像及び逆方向特性に関して、無転位と比較した特性を図 1 に示す。明瞭な [001]

貫通欠陥を有する pyramidal 成長丘に着目すると、既報[1]と同様の特徴的な逆方向リーク特性が

得られた(図 1a 及び 1b)。同様に内部に貫通欠陥を有しているとして知られる Flat 成長丘について

見ると、図 1c に示すように、転位を有するものの無転位と同様な逆方向特性を示し、Flat 成長丘

は、逆方向特性に大きな影響を及ぼさないことが確認できた。成長丘を構成する貫通転位束の種

類により、逆方向特性への影響の差が出たと考えられ、今後詳細な検討が必要である。 

 

 

     (a) No dislocation         (b) Growth Hillock (pyramidal)    (c) Growth Hillock (Flat) 

Fig.1. XRT and microscope images of the devices with SBD reverse I-V characteristics. 
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